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Sposób pomiaru temperatury

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru
temperatury, w którym jest wykorzystany tran¬
zystor stanowiący czujnik reagujący na tempera¬
turę.
Znany jest sposób pomiaru temperatury przy 5

użyciu tranzystora jako czujnika reagującego na
temperaturę, w którym wykorzystuje się zależność
od temperatury potencjału wewnętrznego złącza
baza — emiter.

Rozwiązania służące do pomiaru tym sposobem !0
zawsze zawierają oporniki polaryzujące bazę czuj¬
nika tranzystorowego. Wartości oporności przynaj¬
mniej jednego z tych oporników są stosunkowo
niewielkie rzędu kilkuset omów.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu po- 15

miaru temperatury, w którym uzyskuje się więk-
stzą czułość czujnika reagującego na temperaturę
oraz uzyskuje się większą niezawodność i mniej¬
szy koszt związany ze stosowaniem mniejszej ilości
elementów. Aby ten cel osiągnąć opracowany zo- 20
stał sposób pomiaru temperatury według wyna¬
lazku, w którym użyto tranzystora jako czujnika
reagującego na temperaturę, którego baza nie jest
zasilana i w którym wykorzystuje się zależność
od temperatury prądu generacyjnego złącza ko- 25
lektor — baza dzięki temu, że między bazę a emi¬
ter włącza się dużą oporność rzędu pojedynczych
megaomów, w związku z czyim prąd generacyjny
złącza kolektor — baza wpływa na prąd w obwo¬
dzie kolektor — emiter, który mierzy się znanymi , 30

sposobami miernikiem wyskalowanym bezpośre¬
dnio w jednostkach temperatury.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony na.

podstawie rysunku przedstawiającego schemat
układu elektrycznego do stosowania sposobu we¬
dług wynalazku!
Tranzystor T zawiera w obwodzie baza — emiter

opornik R4 o dużej wartości oporności rzędu poje¬
dynczych megaomów. Dzięki temu prąd genera¬
cyjny złącza kolektor — baza wywołuje na tyim
oporniku spadek napięcia, który steruje prądem
baza — emiter, a więc również prądem kolek¬
tor — emiter. Prąd kolektora tranzystora T prze¬
pływając przez opornik R2 wywołuje na nim od¬
powiedni spadek napięcia.
Dia początku zakresu pomiarowego temperatury

dobiera się tak wartości oporności oporników R*
i R4, aby w punkcie połączenia tych oporniików ze
sobą potencjał był równy potencjałowi na kolek¬
torze tranzystora T. Wówczas przez miernik M
nie płynie prąd. Przy wzroście mierzonej tempera¬
tury na skutek wzrostu prądu generacyjnego złą¬
cza kolektor — baza rośnie prąd kolektora i rośnie
potencjał kolektora. Różnica potencjałów wywoła
przepływ prądu Im przez miernik M oraz prądu
przez potencjometr Pi. Koniec zakresu pomiaro¬
wego temperatury można ustalić za pomocą po¬
tencjometru Pi. Charakter ustalania się wskazów¬
ki miernika M jest dobierany przez wybór odpo¬
wiedniej wartości oporności opornika R .
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Opracowany sposób pomiaru temperatury może
znaleźć szerokie zastosowanie. Może być użyty do
stykowego pomiaru temperatury ciał stałych, do
pomiaru temperatury gazów (powietrza) w szafach
klimatycznych, urządzeniach klimatycznych i chło¬
dniczych oraz do pomiaru temperatury płynów.
Sposób pomiaru według wynalazku jest szcze¬

gólnie przydatny wszędzie tam, gdzie ze względów
technicznych nie można stosować pomiaru kon¬
wencjonalnego. W zależności od rodzaju stosowa¬
nego jako czujnik tranzystora można mierzyć tem¬
peratury w zakresie od —10°C do +150°C. W za¬
leżności od potrzeby można tworzyć dowolne pod-
zakresy pomiarowe w wyżej podanym zakresie
temperatury.
Czas pomiaru temperatury mierzonej tym spo¬

sobem zależy od termicznej stałej czasowej uży-

10

15

tego jako czujnika tranzystora, a typowe wartości
tego czasu mieszczą się w granicach od dziesiątek
części sekundy do kilkudziesięciu sekund.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób pomiaru temperatury przy użyciu tran¬
zystora jako.czujnika reagującego na temperaturę,
którego baza nie jest zasilana, znamienny tym,
że wykorzystuje się zależność od temperatury prą¬
du generacyjnego złącza kolektor — baza dzięki
temu, że między bazę, a emiter włącza się dużą
oporność rzędu pojedynczych megaomów, w związ¬
ku z czym prąd generacyjny wpływa na prąd
w obwodzie kolektor — emiter, który mierzy się
znanymi sposobami miernikiem wyskalowanym
bezpośrednio w jednostkach temperatury.
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